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Product Change Notice (PCN)
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HATBR2AF & B: 12/31/2024

PCN#: [MCO-AC-23-0022]
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RIRBGFHY X b
R5F104BAAFP#10 R5F104BCAFP#10 R5F104BDAFP#10 R5F104BEAFP#10
R5F104BFAFP#10 R5F104BGAFP#10 R5F104BAAFP#50 R5F104BCAFP#50
R5F104BDAFP#50 R5F104BEAFP#50 R5F104BFAFP#50 R5F104BGAFP#50
R5F104FAAFP#10 R5F104FCAFP#10 R5F104FDAFP#10 R5F104FEAFP#10
R5F104FFAFP#10 R5F104FGAFP#10 R5F104FHAFP#10 R5F104FJAFP#10
R5F104FAAFP#50 R5F104FCAFP#50 R5F104FDAFP#50 R5F104FEAFP#50
R5F104FFAFP#50 R5F104FGAFP#50 R5F104FHAFP#50 R5F104FJAFP#50
R5F104GAAFB#10 R5F104GCAFB#10 R5F104GDAFB#10 R5F104GEAFB#10
R5F104GFAFB#10 R5F104GGAFB#10 R5F104GHAFB#10 R5F104GJAFB#10
R5F104GAAFB#50 R5F104GCAFB#50 R5F104GDAFB#50 R5F104GEAFB#50
R5F104GFAFB#50 R5F104GGAFB#50 R5F104GHAFB#50 R5F104GJAFB#50
R5F104LCAFB#10 R5F104LDAFB#10 R5F104LEAFB#10 R5F104LFAFB#10
R5F104LGAFB#10 R5F104LHAFB#10 R5F104LJAFB#10 R5F104LCAFB#50
R5F104LDAFB#50 R5F104LEAFB#50 R5F104LFAFB#50 R5F104LGAFB#50
R5F104LHAFB#50 R5F104LJAFB#50 R5F104MFAFB#10 R5F104MGAFB#10
R5F104MHAFB#10 R5F104MJAFB#10 R5F104MFAFB#50 R5F104MGAFB#50
R5F104MHAFB#50 R5F104MJAFB#50 R5F104PFAFB#10 R5F104PGAFB#10
R5F104PHAFB#10 R5F104PJAFB#10 R5F104PFAFB#50 R5F104PGAFB#50
R5F104PHAFB#50 R5F104PJAFB#50 R5F104BAAA04FP#30 R5F104BAAAO5SFP#30
R5F104BCA100FP#30 R5F104BCA101FP#30 R5F104GCDEOOFB#50 R5F104GCDEO2FB#50
R5F104GCDEO3FB#30 R5F104GCDEOSFB#30 R5F104MFAAO02FB#30 R5F104MFAAO06FB#10
R5F104MFAAO0G6EB#30 R5F104MFAAO7EFB#10 R5F104MFAAOQ07EFB#30 R5F104MFAAO08FB#10
R5F104MFAAOQ09FB#10 R5F104MFAA10FB#10 R5F104MFAA11FB#10 R5F104MFAA12FB#10
R5F104MFAA13FB#10 R5F104MFAA14FB#10 R5F104MHAAO6FB#30 | R5F104MHAA16EFB#10
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